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ABSTRACT

Effect of Surface Morphology on the Electrochemical 
Characteristics of Dental Implant Fixture 

PPPaaarrrkkk,,,JJJiiinnn---TTTaaaeee
DDDiiirrreeeccctttooorrr:::PPPrrrooofff...KKKooo,,,YYYeeeooonnnggg---MMMuuu,,,DDD...DDD...SSS...,,,MMM...SSS...DDD...,,,PPPhhh...DDD...
DDDeeepppttt...ooofffDDDeeennntttiiissstttrrryyy,,,
GGGrrraaaddduuuaaattteeeSSSccchhhoooooolllooofffCCChhhooosssuuunnnUUUnnniiivvveeerrrsssiiitttyyy

This study was performed to investigate the effect of surface
morphologyontheelectrochemicalcharacteristicsofdentalimplantfixture.
Titanium implantwasselectedwithsortof5typesmadebydomestic
company.Ithas differentsurface treatmentand structure ofscrew,
respectively.
Estimationofelectrochemicalstabilityof dentalimplantwithvarious

types in 1M H3PO4 electrolytes have been researched by using
electrochemicalmethods.Specimenwasusedforcorrosiontestin0.9%
NaClsolution.
The surface morphology were observed using scanning electron

microscopy(SEM)andenergydispersivex-rayspectroscopy(EDX).The
electrochemicalstability was investigated using potentiostat(EG&G Co,
263A).The corrosion surface were observed using scanning electron
microscopy(SEM).

Theresultswereasfollows:
1.From theresultsofpotentiodynamictestin 0.9% NaClsolution,the
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currentdensityfrom sample1,2,3and5ofimplantfixturewithRBM
treatmenttestedin0.9% NaClwaslowerthanthatfrom sample4of
implantfixturetestedin0.9% NaClsolution.Especially,sample4of
implantfixturewithSLA treatmentwaspresentedthelowestvalueof
corrosionresistance.

2.From theresults ofSEM micrographs,sample1,2,3,5 ofRBM
treatmentwereobservedroughsurfacewithsharpoflow ridgeand
valley,sample 4 ofSLA treatmentwas observed irregular rough
surfacewithsharpasaneedle.

3.From theA.C.impedancetestresults,polarizationresistance(Rp)value
ofsample4,werelowerthanthoseofsample1,2,3,5.

4.IncaseofSLA treatedimplantfixture,thepitandcorrosiontracewere
observedinvalleyandcrestofimplantsurface.
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I. 서  론
치과용 임플란트는 주로 티타늄 또는 티타늄 합금으로 이루어져 있으며,

상실된 치아를 대체하기 위해 널리 쓰이고 있다.
일반적으로 티타늄 합금이 대기중에 노출되면 순간적으로 Ti표면에서 산

소와 결합하여 2～5㎚의 TiO2라는 자연적인 산화막을 형성하여 내식성을 향
상시키며 생리용액의 구성 성분,단백질,경조직 및 연조직이 재료표면에 부
착하는데 매우 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 골 유착에도 중요한 역할을 하
여 생체적합성에 많은 기여를 한다1).상용되는 티타늄 임플란트의 경우 각
회사마다 각자의 나사 형태와 표면처리 방식을 택하고 있다.가공면을 갖고
표면처리가 되지 않은 티타늄 임플란트의 경우,자연적으로 생성된 티타늄
산화막은 두께가 얇고 경도와 내마모성이 낮으며 공식을 발생하기 쉬운 단점
이 있고2),임플란트의 표면처리와 골결합에 관한 연구에서,임플란트 표면 거
칠기의 증가는 골유착의 증가를 이뤄낼 수 있다고 보고되면서 대다수의 제조
사에서는 여러 가지 표면처리 방식을 취하고 있다3).일반적으로 현재 쓰이는
방법으로,표면 거칠기를 증가하기 위한 수단으로서 sandblasting방법이 이용
되고,임플란트와 같은 매질 원소인 이산화티타늄(TiO2)분말을 사용하여
blasting하는 방법이 널리 쓰이고 있다.하지만,blasting방법만으로는 요구
되는 거칠기를 충족하지 못하기 때문에 알루미나(Al2O3)분말을 이용하는 방
법도 많이 쓰이고 있다4).알루미나를 사용하는 방법은 표면 거칠기를 일정하
게 증가시킬 수 있지만,표면에 남아있는 알루미나의 생체에 대한 영향을 배
제할 수가 없다5).최근에는 모재 금속인 티타늄 소재보다 2배 이상 경도가
높고 생체활성물질로 알려진 Ca-P분말을 이용한 blasting또한 널리 쓰이고
있다.
또 다른 표면처리 방법으로는 titanium plasma spray(TPS) 방법6)과
hydro-xyapatite(HA)코팅방법7)이 이용되고 있으나,전자의 경우는 표면 거
칠기가 너무 커서 오히려 골 유착에 좋지 않은 효과가 있으며,후자의 경우는
우수한 표면특성을 가지나 시간이 지남에 따라 표면 코팅물질이 생체 내에
흡수되어 버리는 단점이 있다.또한 산 처리 방법도 시행되고 있으나,산 처
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리만으로는 요구되는 표면 거칠기를 충족하지 못하기 때문에 blasting처리
후 산 처리 하는 S.L.A(SandblastedLargegritAcidetched)방법이 이용되
고 있다.그러나 아직 여러 가지 형태와 표면처리에 관한 상세한 분석이 나
와 있지 않은 실정이며,정확한 실험 조건도 정립되어 있지 않다.
따라서 본 연구에서는 현재 널리 상용되는 5개 회사의 티타늄 임플란트
fixture를 전기화학적 분석을 통해 표면 이온용출 거동에 관하여 알아보았다.
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2. 실험재료 및 방법
222---111...시시시편편편 준준준비비비
본 연구에서 사용된 시편은 국내 5개 제조사에서 제조된 각각의 티타늄 임
플란트 fixture를 10개씩 준비하였다.각 제조사별 제품 조건은 표 1에 다음
과 같이 나타내었다.모든 시편은 순 티타늄으로 제조되었으며,각 제조사별
로 크기의 차이가 있으며,시편 1,2,3그리고 5의 경우는 RBM(Resorbable
Blast Media) 방법으로 표면처리 하였으며, 시편 4의 경우는
SLA(SandblastedLargegritAcidetched)방법을 사용하였다. 준비된 시편
은 전기 화학적 시험을 시행하기 전에 임플란트 표면을 FE-SEM과 EDX를
통해 표면특성을 알아보았다.

TTTaaabbbllleee 111...TTThhheee cccooonnndddiiitttiiiooonnn ooofff dddeeennntttaaallliiimmmppplllaaannnttt fffiiixxxtttuuurrreee
sssaaammmpppllleeesss

222---222...전전전기기기화화화학학학적적적 시시시험험험평평평가가가
전해액에서 부식특성을 평가하기 위하여 부식 전해액으로써 생체유사 용액
인 0.9% NaCl용액을 사용하여 평가하였다.전기화학장비는 Fig.1과 같이
potentiostat 263A, EG&G, USA을 이용하였으며, 동전위 분극시험
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(potentiodynamictest)및 교류 임피던스 시험(A.C.impedancetest)을 행하
였다.

Reference Electrode

Working Electrode

Electrolyte
Counter Electrode

Ar

EG&G 263A Potentiostat

EG&G M 1025

Reference Electrode

Working Electrode

Electrolyte
Counter Electrode

Ar

EG&G 263A Potentiostat

EG&G M 1025

FFFiiiggg...111...SSSccchhheeemmmaaatttiiiccc dddiiiaaagggrrraaammm ooofff ttthhheee eeellleeeccctttrrroooccchhheeemmmiiicccaaalll
cccooorrrrrrooosssiiiooonnnttteeesssttteeerrr...

222---222---111동동동전전전위위위 분분분극극극시시시험험험(((pppooottteeennntttiiiooodddyyynnnaaammmiiicccttteeesssttt)))
실험에 사용된 임플란트 fixture의 부식특성을 전기화학적인 방법을 통해
정량적으로 평가하기 위해 동 전위 분극시험을 행하였다.샘플의 분극거동을
알아보기 위해 생체유사조건인 36.5±1℃의 0.9% NaCl전해액에서 1.66
mV/sec의 속도로 시행하였으며 시험에 사용된 장비는 potentiostat263A,
EG&G,USA을 이용하였다.작업전극은 시편을 보조전극은 고밀도 탄소전극
을 사용하였고,기준전극은 포화감홍전극(saturatedcalomelelectrode를 사용
하였다.-1500mV에서 2000mV의 전위에서 시행하였고,시험 전 cell의 용
존산소를 제거하기 위하여 Ar가스를 주입하였다(Table2).
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222---222---222교교교류류류 임임임피피피던던던스스스 시시시험험험(((AAA...CCC...iiimmmpppeeedddaaannnccceeettteeesssttt)))
교류 임피던스 시험은 동전위 분극시험과 같은 조건인 36.5±1℃의 0.9%
NaCl 전해액에서 측정하였다. 임피던스 측정장치 또한 Potentiostat/
Galvanostat(EG&G, 263A, USA)를 분석 장치인 frequency response
detector(1025,EG&G,USA)와 연결하여 사용하였으며,측정방식은 동전위
분극시험과 같았다.측정에 사용한 주파수 영역은 100kHz의 고주파에서 10
mHz의 저주파까지의 범위에서 조사하였다(Table2).

TTTaaabbbllleee222...TTThhheeecccooonnndddiiitttiiiooonnnooofffeeellleeeccctttrrroooccchhheeemmmiiicccaaalllcccooorrrrrrooosssiiiooonnnttteeesssttt
PPPooottteeennntttiiiooodddyyynnnaaammmiiicccttteeesssttt AAA...CCC...iiimmmpppeeedddaaannnccceee

EEEllleeeccctttrrrooolllyyyttteee 0.9% NaCl 0.9% NaCl

WWWooorrrkkkiiinnngggeeellleeeccctttrrrooodddeee Sample Sample

CCCooouuunnnttteeerrreeellleeeccctttrrrooodddeee Highdensecarbon Highdensecarbon

RRReeefffeeerrreeennnccceeeeeellleeeccctttrrrooodddeee SCE SCE

SSScccaaannnrrraaattteee 1.66mV/s ㅡ

TTTeeemmmpppeeerrraaatttuuurrreee 36.5±1℃ 36.5±1℃

FFFrrreeeqqquuueeennncccyyyrrraaannngggeee ㅡ 100㎑ ～ 10m㎐

AAA...CCCaaammmpppllliiitttuuudddeee ㅡ 10㎷

PPPoooiiinnnttt ㅡ 5point/decade
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3. 실험 결과 및 고찰
333---111...주주주사사사전전전자자자현현현미미미경경경에에에 의의의한한한 임임임플플플란란란트트트 표표표면면면관관관찰찰찰
Fig.2～Fig.6은 각각 5개 회사별 시편을 주사전자현미경을 이용하여 표

면을 관찰한 사진이다.
Fig.2,3,4,6의 경우 RBM 표면 처리된 시편으로서 SLA 처리한 Fig.5

의 시편에 비해 비교적 완만한 능선과 골짜기 형태의 거친 표면을 나타내었
다.Fig.5의 SLA 표면 처리된 샘플은 미세 홈을 지닌 불규칙하고 거친 표
면을 나타내었다.주사전자현미경을 통해 확인한 표면 거칠기는 시편 1,3의
경우는 가장 큰 거칠기를 나타내었고,시편 2,5의 경우는 시편 1,3에 비해
조금 더 작은 거칠기를 나타내었다.SLA 처리한 시편 4의 경우는 RBM 처리
한 시편 1,2,3,5와 비교 하였을 때 좀 더 미세하고 불규칙한 거칠기를 나
타내었다.
임플란트 fixture의 나사산의 모양은 시편 1과 2는 비슷한 구조를 나타내었

으나,나사산의 개수는 시편 1이 더 많았으며,시편 3은 시편 1과 2에 비해
좀더 뾰족한 형태의 구조를 나타내었으며,나사산의 모양도 좀 더 날카로운
구조를 보였다.시편 4는 다른 시편에 비해 나사산의 높이가 낮았으며,시편
5는 다른 시편에 비해 지름이 넓은 형태의 구조를 나타내었다.시편 1,2,3
의 지름과 높이는 4.0x10.0으로 동일하였으며,시편 4의 경우는 3.8x10.0으로
시편 1,2,3에 비해 지름이 작았다.시편 5의 경우는 5.0x10.0으로 지름이 가
장 넓었다.
모든 시편은 RBM 및 SLA 표면처리를 함으로서 나사산의 예리함이 무뎌지
고 완만하고 둥근 모양이 형성된 것으로 생각된다.RBM 처리한 실험군이
SLA 처리한 샘플에 비해 좀 더 일정한 거칠기를 나타내었으며,또한 SLA
처리한 경우 표면에 잔류한 산화알루미나가 골 유착에 해로운 영향을 끼칠
것으로 생각된다.
Fig.7～11은 각 회사별 임플란트 fixture의 EDX 분석 결과이다.실험에

사용된 모든 임플란트 fixture는 Cp-Ti로 이루어진 것을 확인하였으며,다른
물질이 전혀 검출되지 않음으로 멸균상태의 샘플임을 확인할 수 있었다.
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FFFiiiggg...222...SSSEEEMMM mmmiiicccrrrooogggrrraaappphhhsss fffrrrooommm sssaaammmpppllleee 111 ooofffiiimmmppplllaaannnttt
fffiiixxxtttuuurrreeeaaa)))×××333000,,,bbb)))×××777000,,,ccc)))×××555000000...
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FFFiiiggg...333...SSSEEEMMM mmmiiicccrrrooogggrrraaappphhhsss fffrrrooommm sssaaammmpppllleee 222 ooofff iiimmmppplllaaannnttt
fffiiixxxtttuuurrreeeaaa)))×××333000,,,bbb)))×××777000,,,ccc)))×××555000000...
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FFFiiiggg...444...SSSEEEMMM mmmiiicccrrrooogggrrraaappphhhsss fffrrrooommm sssaaammmpppllleee 333 ooofff iiimmmppplllaaannnttt
fffiiixxxtttuuurrreeeaaa)))×××222555,,,bbb)))×××222000000,,,ccc)))×××555000000...
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FFFiiiggg...555...SSSEEEMMM mmmiiicccrrrooogggrrraaappphhhsss fffrrrooommm sssaaammmpppllleee 444 ooofff iiimmmppplllaaannnttt
fffiiixxxtttuuurrreeeaaa)))×××333555,,,bbb)))×××777000,,,ccc)))×××555000000...
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FFFiiiggg...666...SSSEEEMMM mmmiiicccrrrooogggrrraaappphhhsss fffrrrooommm sssaaammmpppllleee 555 ooofff iiimmmppplllaaannnttt
fffiiixxxtttuuurrreeeaaa)))×××333555,,,bbb)))×××222000000,,,ccc)))×××555000000...
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Elmt Spect. Apparent    Stat.      k Ratio    k Ratio   
Type    Conc.     Sigma                  Sigma

Ti K     ED    294.882     1.994     2.94882    0.01994   

Elmt Spect.  Inten.   Std   Element  Sigma   Atomic 
Type   Corrn.  Corrn.    %       %       %    

Ti K     ED    1.000    1.27  100.00    0.00  100.00  
Total                         100.00          100.00

FFFiiiggg...777...EEEDDDXXX rrreeesssuuullltttfffrrrooommm sssaaammmpppllleee111ooofffiiimmmppplllaaannntttfffiiixxxtttuuurrreee...

Elmt Spect. Apparent    Stat.      k Ratio    k Ratio   
Type    Conc.     Sigma                  Sigma

Ti K     ED    167.293     1.758     1.67293    0.01758   

Elmt Spect.  Inten.   Std   Element  Sigma   Atomic 
Type   Corrn.  Corrn.    %       %       %    

Ti K     ED    1.000    1.27  100.00    0.00  100.00  
Total                         100.00          100.00

FFFiiiggg...888...EEEDDDXXX rrreeesssuuullltttfffrrrooommm sssaaammmpppllleee222ooofffiiimmmppplllaaannntttfffiiixxxtttuuurrreee...
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Elmt Spect. Apparent    Stat.      k Ratio    k Ratio   
Type    Conc.     Sigma                  Sigma

Ti K     ED    302.603     2.129     3.02603    0.02129   

Elmt Spect.  Inten.   Std   Element  Sigma   Atomic 
Type   Corrn.  Corrn.    %       %       %    

Ti K     ED    1.000    1.27  100.00    0.00  100.00  
Total                         100.00          100.00

FFFiiiggg...999...EEEDDDXXX rrreeesssuuullltttfffrrrooommm sssaaammmpppllleee333ooofffiiimmmppplllaaannntttfffiiixxxtttuuurrreee...

Elmt Spect. Apparent    Stat.      k Ratio    k Ratio   
Type    Conc.     Sigma                  Sigma

Ti K     ED    310.677     2.187     3.10677    0.02187   

Elmt Spect.  Inten.   Std   Element  Sigma   Atomic 
Type   Corrn.  Corrn.    %       %       %    

Ti K     ED    1.000    1.27  100.00    0.00  100.00  
Total                         100.00          100.00

FFFiiiggg...111000...EEEDDDXXX rrreeesssuuullltttfffrrrooommm sssaaammmpppllleee444ooofffiiimmmppplllaaannntttfffiiixxxtttuuurrreee...
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Elmt Spect. Apparent    Stat.      k Ratio    k Ratio   
Type    Conc.     Sigma                  Sigma

Ti K     ED    167.293     1.758     1.67293    0.01758   

Elmt Spect.  Inten.   Std   Element  Sigma   Atomic 
Type   Corrn.  Corrn.    %       %       %    

Ti K     ED    1.000    1.27  100.00    0.00  100.00  
Total                         100.00          100.00

FFFiiiggg...111111...EEEDDDXXX rrreeesssuuullltttfffrrrooommm sssaaammmpppllleee555ooofffiiimmmppplllaaannntttfffiiixxxtttuuurrreee...

333---222...동동동전전전위위위분분분극극극시시시험험험
Fig.12는 5개 제조사별 임플란트 fixture를 생체유사조건인 36.5±1℃의
0.9% NaCl용액에서 동전위 분극특성을 조사한 곡선이다.시편 1,2,3의 경
우는 대체적으로 비슷한 분극 곡선을 나타내었는데,시편 2의 경우 부식전위
(Ecorr)값은 -350mV를 보여 가장 높은 수치를 나타내었으며,시편 3의 경우
8.24×10-7㎂/㎠의 수치를 보여 가장 낮은 부식전류밀도(Icorr)값을 나타냄으로
서 RBM 처리한 sample2,3의 경우가 0.9% NaCl용액에서 내식성이 가장
우수한 것으로 판단되었다.하지만,시편 4,5의 경우는 부식전위나 부식 전
류밀도 값은 다른 실험군과 비슷한 양상을 보였지만, 1000mV 이상의 전위
에서 급격한 산화반응을 보임으로서 시편 1,2,3에 비해 내식성이 낮은 것을
알 수 있었다.이는 주사전자현미경을 통해 알아본 표면 거칠기에서 알 수
있듯이 상대적인 표면적이 넓음에 기인한다고 생각된다.또한,시편 4의 경우
SLA 표면 처리한 샘플로서 표면 거칠기가 일정하지 않음으로 표면 공식에
의한 급격한 산화반응으로 생각되고,시편 5의 경우는 widetype의 fixture로
서,다른 샘플에 비해 더 넓은 표면적을 가짐으로서 1000mV 의 높은 전위
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에서 산화되는 경향이 관찰되었다.이는 불규칙한 표면의 공식발생으로 인하
여,용액속의 Cl- 이온의 성분에 의해 내식성에 크게 영향을 미쳤을 것으로
생각된다8).구강 내 부식전위인 300mV 영역에서의 부식전류밀도는 모든 시
편이 10-6 ㎂/㎠ 영역으로 비슷한 수치를 나타내었으며,시편 1의 경우
6.45×10-6㎂/㎠ 가장 낮은 부식전류밀도를 나타내었다.동 전위 분극시험을
통해 알아본 부식전위(Ecorr),부식전류밀도(Icorr)및 구강 내 전위 300mV 의
부식전류밀도(I300)값은 Table2와 같다.
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FFFiiiggg...111222...PPPooottteeennntttiiiooodddyyynnnaaammmiiiccc pppooolllaaarrriiizzzaaatttiiiooonnn cccuuurrrvvveeesss fffrrrooommm
vvvaaarrriiiooouuusss tttyyypppeeesss ooofff ttthhheee iiimmmppplllaaannnttt fffiiixxxtttuuurrreee aaafffttteeerrr
cccooorrrrrrooosssiiiooonnnttteeessstttiiinnn000...999%%% NNNaaaCCClllsssooollluuutttiiiooonnnaaattt333666...555±±±
111℃℃℃...
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TTTaaabbbllleee333...VVVaaallluuueee ooofff cccooorrrrrrooosssiiiooonnn cccuuurrrrrreeennnttt dddeeennnsssiiitttyyy(((IIIcccooorrrrrr))),,,
cccooorrrrrrooosssiiiooonnnpppooottteeennntttiiiaaalll(((EEEcccooorrrrrr)))aaannndddcccooorrrrrrooosssiiiooonnncccuuurrrrrreeennnttt
dddeeennnsssiiitttyyyaaattt333000000mmmVVV(((III333000000)))dddeeettteeerrrmmmiiinnneeedddfffooorrrvvvaaarrriiiooouuusss
tttyyypppeeesss ooofff ttthhheee iiimmmppplllaaannnttt fffiiixxxtttuuurrreee fffrrrooommm ttthhheee
pppooottteeennntttiiiooodddyyynnnaaammmiiiccc pppooolllaaarrriiizzzaaatttiiiooonnn cccuuurrrvvveeesss iiinnn 000...999%%%
NNNaaaCCClllsssooollluuutttiiiooonnnaaattt333666...555±±±111℃℃℃

333---333...교교교류류류 임임임피피피던던던스스스 시시시험험험
Fig.13은 생체유사조건인 36.5±1℃의 0.9% NaCl용액에서 각 제조사별 5
종의 임플란트 fixture의 교류 임피던스 측정 결과를 나타낸 그래프이다.
Nyquistplot에서 보면 시편 1,2,3,5의 경우가 시편 4의 경우보다 반원의
궤적이 더 큰 것을 관찰할 수 있다.이는 RBM 처리한 시편이 SLA 처리한
시편보다 내식성이 더 우수함을 의미한다.각 시편에 따른 정확한 내식성을
평가하기 위해 분극저항(Rp)값의 변화를 Bode plot을 통해 알아보았다.
Nyquist상에서 Rp값을 측정할 수 있으나 저주파 영역에서 산란 등을 고려
하면 bodeplot상에서 저주파 영역과 고주파 영역의 차를 구하는 것이 더
일반적인 방법이다9).
먼저 Bodephaseplot에서 phaseangle이 고주파 영역에서 0〫쪽으로 떨어
지다가 증가하는 것을 관찰할 수 있었다.이러한 고주파 영역에서의 임피던
스는 용액의 저항(Rs)을 나타낸다9).또한,넓은 영역에 걸쳐 90〫에 가깝게 일
정한 phase를 유지하는 것은 캐패서티(capacity)반응을 나타내고,이는 안정
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된 부동태 피막이 형성됨을 의미한다.
시편 1,2,3,5의 경우 넓은 영역에 걸쳐 90〫에 가까운 phase를 형성함으
로써 시편 4의 경우에 비해 더 높은 내식성을 나타내었으며,시편 4의 경우
저주파 영역으로 갈수록 phase가 낮아짐을 관찰할 수 있었다.
bodeplot에서 구한 분극저항값(Rp)의 경우 시편 3의 경우 가장 높은 값을
나타내었으며,시편 4의 경우 낮은 값을 나타내었다.이러한 값들은 분극곡선
상에서 나타내어지는 결과와 일치함으로써 RBM 처리한 시편의 경우 SLA
처리한 샘플에 비해 더 우수한 내식성을 나타냄을 알 수 있었다.
Fig.14～ 18은 각 제조사별 5종의 임플란트 fixture를 전기화학적 시험한 후

표면을 주사전자현미경으로 관찰한 모습이다.표면 사진에서 알 수 있듯이 Fig.15,
16의 시편의 경우 전기화학적 시험 후에도 공식이나 부식의 흔적이 없이 깨끗한
표면을 나타내었으며,Fig.14의 경우 표면에 TiO2와 NaCl에 의한 약간의 부식생
성물이 형성되어 있음으로 보인다.특히,Fig17의 SLA처리한 샘플의 경우 표면
에 무수히 많은 부식 생성물의 흔적과 공식 및 부식의 양상을 보임으로써 내식성
이 가장 낮음을 알 수 있었다.

FFFiiiggg...111333...NNNyyyqqquuuiiisssttt,,,bbbooodddeeeppphhhaaassseeeaaannndddbbbooodddeeepppllloootttfffooorrrvvvaaarrriiiooouuusss
tttyyypppeeesss ooofff ttthhheee iiimmmppplllaaannnttt fffiiixxxtttuuurrreee aaafffttteeerrr AAA... CCC...
iiimmmpppeeedddaaannnccceeettteeessstttiiinnn000...999%%% NNNaaaCCClllsssooollluuutttiiiooonnnaaattt333666...555±±±
111℃℃℃...
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TTTaaabbbllleee444...VVVaaallluuueeesssooofffpppooolllaaarrriiizzzaaatttiiiooonnnrrreeesssiiissstttaaannnccceee(((RRRppp)))dddeeettteeerrrmmmiiinnneeeddd
fffooorrrvvvaaarrriiiooouuussstttyyypppeeesssooofffttthhheeeiiimmmppplllaaannntttfffiiixxxtttuuurrreeefffrrrooommm
ttthhheeebbbooodddeeepppllloootttsssiiinnn000...999%%% NNNaaaCCClllsssooollluuutttiiiooonnnaaattt333666...555±±±
111℃℃℃...

Ω

FFFiiiggg...111444...SSSEEEMMM mmmiiicccrrrooogggrrraaappphhhsss fffrrrooommm sssaaammmpppllleee 111 ooofffiiimmmppplllaaannnttt
fffiiixxxtttuuurrreeeaaafffttteeerrrcccooorrrrrrooosssiiiooonnnttteeesssttt...

FFFiiiggg...111555...SSSEEEMMM mmmiiicccrrrooogggrrraaappphhhsss fffrrrooommm sssaaammmpppllleee 222 ooofffiiimmmppplllaaannnttt
fffiiixxxtttuuurrreeeaaafffttteeerrrcccooorrrrrrooosssiiiooonnnttteeesssttt...
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FFFiiiggg...111666...SSSEEEMMM mmmiiicccrrrooogggrrraaappphhhsss fffrrrooommm sssaaammmpppllleee 333 ooofffiiimmmppplllaaannnttt
fffiiixxxtttuuurrreeeaaafffttteeerrrcccooorrrrrrooosssiiiooonnnttteeesssttt...

FFFiiiggg...111777...SSSEEEMMM mmmiiicccrrrooogggrrraaappphhhsss fffrrrooommm sssaaammmpppllleee 444 ooofffiiimmmppplllaaannnttt
fffiiixxxtttuuurrreeeaaafffttteeerrrcccooorrrrrrooosssiiiooonnnttteeesssttt...

FFFiiiggg...111888...SSSEEEMMM mmmiiicccrrrooogggrrraaappphhhsssfffrrrooommm sssaaammmpppllleee555ooofffiiimmmppplllaaannnttt
fffiiixxxtttuuurrreeeaaafffttteeerrrcccooorrrrrrooosssiiiooonnnttteeesssttt...
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4. 결 론

본 연구에서는 각 제조사별 5종의 임플란트 fixture의 표면특성과 전기화
학적 특성을 조사하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

1.주사전자현미경 관찰 결과,임플란트 표면에 RBM 처리한 시편 1,2,3,5의
경우 비교적 완만한 능선과 골짜기 형태의 거친 표면을 나타내었고,SLA 표
면처리한 시편 4의 경우 날카로운 돌출된 부분과 깊은 미세 홈을 지닌 불규칙
하고 거친 표면 구조가 관찰되었다.

2.동전위분극시험 결과,시편 2,3의 경우 높은 부식 전위 값(Ecorr)과 낮은 부
식 전류밀도 값(Icorr)을 나타내어 내식성이 우수함을 알 수 있었고,시편 4
의 경우 가장 낮은 부식 전위 값 (Ecorr)과 높은 부식전류 밀도 값 (Icorr)
을 나타내어 SLA 표면처리에서는 표면 안정성이 떨어지는 것을 알 수 있
었다.

3.부식실험 후 시험편의 표면을 주사전자현미경을 이용해 관찰한 결과,
RBM 처리한 시편 1,2,3,5의 경우가 SLA처리한 시편 4의 경우에 비해
부식된 양상이 더 적게 관찰되었다.

4.교류 임피던스 시험결과,RBM 처리한 시편에서 가장 높은 분극저항 값
(Rp)을 나타내었다.
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